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【57】申請專利範圍
1.　一種切割膠帶，其係具備基材薄膜，與位於該基材薄膜上，含有活性能量線硬化性黏著
劑組成物之黏著劑層的切割膠帶，其中

　　前述基材薄膜，當以於 0℃之MD方向(基材薄膜之製膜時的流動方向)之 5%伸長時
彈性率為 YMD、以於 0℃之 TD方向(相對於MD方向為垂直之方向)之 5%伸長時彈性率
為 YTD時，各自的 5%伸長時彈性率之平均值(YMD+YTD)/2具有 165MPa以上且 260MPa
以下之範圍的值，

　　前述活性能量線硬化性黏著劑組成物，含有具有活性能量線反應性碳-碳雙鍵及羥基
之丙烯酸系黏著性聚合物、光聚合起始劑，以及與前述羥基交聯反應之聚異氰酸酯系交

聯劑，

　　前述丙烯酸系黏著性聚合物，具有位於 12.0mgKOH/g以上且 40.5mgKOH/g以下之
範圍的羥值，前述聚異氰酸酯系交聯劑，相對於前述丙烯酸系黏著性聚合物 100質量份
而言，含有 2.4質量份以上且 7.0質量份以下之範圍，前述聚異氰酸酯系交聯劑所具有的
異氰酸酯基(-NCO)與前述丙烯酸系黏著性聚合物所具有的羥基(-OH)之當量比(-NCO/
-OH)，係於 0.14以上且 1.32以下之範圍內調整，
　　前述切割膠帶之前述黏著劑層，對於 23℃之不鏽鋼板(SUS304･BA板)之有氧下紫外
線照射後黏著力 A(紫外線積分光量：150mJ/m2、剝離角度：90°、剝離速度：300mm/分
鐘)為 3.50N/25mm以下之範圍，對於 23℃之不鏽鋼板(SUS304･BA板)之無氧下紫外線照
射後黏著力 B(紫外線積分光量：150mJ/m2、剝離角度：90°、剝離速度：300mm/分鐘)為
0.25N/25mm以上且 0.70N/25mm以下之範圍。
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2.　如請求項 1之切割膠帶，其中前述基材薄膜，為由含有由乙烯/不飽和羧酸系共聚物之離
子聚合物所構成的樹脂(IO)及聚醯胺樹脂(PA)之樹脂組成物所構成的樹脂薄膜。

3.　如請求項 1或 2之切割膠帶，其中前述活性能量線硬化性黏著劑組成物，至少含有 α-胺
基烷基苯酮系光聚合起始劑(a)、α-胺基烷基苯酮系光聚合起始劑以外之烷基苯酮系光聚
合起始劑(b)及醯基膦氧化物系光聚合起始劑(c)之 3種系統之光聚合起始劑，作為前述光
聚合起始劑。

4.　如請求項 3之切割膠帶，其中前述 α-胺基烷基苯酮系光聚合起始劑(a)、α-胺基烷基苯酮
系光聚合起始劑以外之烷基苯酮系光聚合起始劑(b)及醯基膦氧化物系光聚合起始劑(c)之
各自的含量，相對於前述丙烯酸系黏著性聚合物 100質量份而言，α-胺基烷基苯酮系光
聚合起始劑(a)為 0.8質量份以上且 5.0質量份以下之範圍、α-胺基烷基苯酮系光聚合起始
劑以外之烷基苯酮系光聚合起始劑(b)為 0.2質量份以上且 5.0質量份以下之範圍，及醯
基膦氧化物系光聚合起始劑(c)為 0.2質量份以上且 2.0質量份以下之範圍。

5.　如請求項 1或 2之切割膠帶，其中前述有氧下紫外線照射後黏著力 A相對於無氧下紫外
線照射後黏著力 B之比 A/B為 3.00以上且 5.00以下之範圍。

6.　如請求項 1或 2之切割膠帶，其中前述切割膠帶，為使用於將於前述黏著劑層上依序層
合有固晶薄膜，與複數個經單片化之半導體晶片的薄片狀層合體，於-30℃~0℃之溫度擴
展(延伸)，且配合經單片化之半導體晶片之形狀來割斷前述固晶薄膜者。

7.　如請求項 6之切割膠帶，其中前述切割膠帶，為當將貼合有前述薄片狀層合體的切割膠
帶，於-30℃以上且 0℃以下之範圍的溫度擴展(延伸)，且配合經單片化之半導體晶片之
形狀來割斷固晶薄膜時，前述固晶薄膜之邊緣部分(四方周圍部分)會由黏著劑層剝離者。

8.　如請求項 7之切割膠帶，其中前述配合經單片化之半導體晶片之形狀而被割斷的固晶薄
膜，其由前述黏著劑層剝離的前述固晶薄膜之邊緣部分(四方周圍部分)之面積之比例，
相對於被割斷的固晶薄膜全體之面積而言，為 10%以上且 45%以下之範圍。

9.　一種半導體裝置之製造方法，其使用如請求項 1~8中任一項之切割膠帶。
圖式簡單說明

[圖 1]顯示應用本實施形態之切割膠帶的基材薄膜之構成的一例之截面圖。
[圖 2]顯示應用本實施形態之切割膠帶之構成的一例之截面圖。
[圖 3]顯示將應用本實施形態之切割膠帶與固晶薄膜貼合的構成之切割固晶薄膜的一例之截面
圖。

[圖 4]從正上方觀察用以測定切割膠帶之黏著力的剝離角度自由型之黏著/被膜剝離解析裝置
之概略圖。

[圖 5]說明切割膠帶之製造方法之流程圖。
[圖 6]說明半導體晶片之製造方法之流程圖。
[圖 7]顯示於切割固晶薄膜之外緣部貼附環狀框架(晶圓環)、於固晶薄膜中心部貼附經單片化
之半導體晶圓的狀態之透視圖。

[圖 8](a)~(f)為顯示藉由雷射光照射形成複數個改質區域之半導體晶圓之研削步驟及複數個被
割斷的半導體晶圓對切割固晶薄膜之貼合步驟的一例之截面圖。

[圖 9](a)~(f)為顯示使用貼合有切割固晶薄膜的複數個被割斷的薄膜半導體晶圓之半導體晶片
之製造例的截面圖。

[圖 10]顯示被割斷的固晶薄膜之邊緣部分(四方周圍部分)由切割膠帶之黏著劑層部分地剝離之
狀態的一例之擴大截面圖。

[圖 11]從半導體晶片之背面側(基材薄膜側)觀察被割斷的固晶薄膜之邊緣部分(四方周圍部分)
從切割膠帶之黏著劑層部分地剝離之狀態的擴大平面圖。

(2)
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[圖 12]利用使用將應用本實施形態之切割膠帶與固晶薄膜貼合的構成之切割固晶薄膜所製造
的半導體晶片之層合構成的半導體裝置之一態樣的示意截面圖。

[圖 13]利用使用將應用本實施形態之切割膠帶與固晶薄膜貼合的構成之切割固晶薄膜所製造
的半導體晶片之其他半導體裝置之一態樣的示意截面圖。
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